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摘要(译)

制造液晶显示器的简化方法。通过使用第一掩模在基板上形成包括栅极
线，栅极焊盘和栅电极的栅极线。依次沉积栅极绝缘层，半导体层，欧
姆接触层和金属层以形成四层，并通过使用第二掩模的干法蚀刻来图案
化。此时，将四层图案化为具有净形状布局的矩阵并覆盖栅极线。在显
示区域中形成暴露衬底的开口，并且在外围区域中形成暴露栅极焊盘的
接触孔。接下来，沉积ITO并在ITO上涂覆光致抗蚀剂层。然后，通过使
用第三掩模和干蚀刻来图案化ITO层，并且干法蚀刻未被ITO层覆盖的数
据导体层和欧姆接触层。在沉积钝化层之后，通过使用第四掩模形成开
口，并且通过开口蚀刻暴露的半导体层以分离相邻数据线下方的半导体
层。
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